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【はじめに】印刷法でのデバイス作製が可能な有機薄膜トランジスタ(OTFT)は、低温で大
面積のデバイスを作製可能であることから活発な研究が行われている。微細なパターンを
高スループットな印刷手法で実現することはプリンテッドエレクトロニクスの実現に向け
た重要な課題となっている。本研究では、凸版反転印刷法を用いることでチャネル長 2 µm

まで微細化したトランジスタの作製に成功し、良好なトランジスタ特性を達成したので報
告する。 

【実験】ガラス基板上に銀ナノインク(DIC 株式会社：RAGT-24)を凸版反転印刷法でパター
ニングすることでソース・ドレイン(SD)電極を形成した。その電極表面をペンタフルオロベ
ンゼンチオール(PFBT)溶液に処理することで自己組織化単分子(SAM)膜を成膜した[1]。有機
半導体層として diF-TES-ADT とポリスチレンのブレンド溶液(溶媒：メシチレン)をインク
ジェット装置(FUJIFILM：DMP-2831)でパターニングした。次にゲート絶縁膜としてパリレ
ン-C 1000 nmを CVD 法で成膜した。最後にゲート電極として銀ナノ粒子インク(ハリマ化
成：NPS-JL)をインクジェット装置によりパターニング後、120 

o
C で焼成し、トップゲート

ボトムコンタクト型 OTFT を作製した(Fig.1)。 

【結果と考察】Fig.2 に凸版反転印刷法でパターニングしたソース・ドレイン電極のチャネ
ル AFM像を示す。電極幅は 50 µm、チャネル長は 2 µmであり、凸版反転印刷法を用いて
微細な電極のパターニングに成功した。特に、電極端部は一様で、フォトリソプロセスで
作製した電極と同等の形状が得られた。また、トランジスタ特性(W/L = 1500/2.0 µm)は Fig.3

に示すように、20 V 駆動での飽和領域における移動度は 0.16 cm
2
/Vs、閾値は-1.39 V と非常

に短いチャネル長であるにも関わらず良好なトランジスタ特性を得ることができた。 
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Fig.1 Schematic illustration of 

      fabricated organic TFTs. 

Fig.2 AFM image of    

channel region. 

Fig.3 Transfer Characteristics of 

fabricated organic TFT with channel 

length of 2 µm. 
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